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[研究背景] 2008年に発見された鉄系超伝導体はなお精力的な研究が進められている。鉄系超伝

導体のひとつである CaFe2(As1xPx)2では、バルク単結晶において、x=0.03から超伝導転移を示し、

x = 0.05で最大の超伝導転移温度 Tc=15 Kとなるが、x > 0.05で格子コラプス転移が生じ超伝導が

抑制されることが報告されている[1]。一方、これまでに我々は分子線エピタキシー(MBE)法を用

いて CaFe2(As1xPx)2エピタキシャル薄膜の成長に成功している[2]。(La,Sr)(Al,Ta)O3 (LSAT)基板上

に成長した CaFe2(As1xPx)2薄膜では、x=0.05を超えた P置換量でも超伝導は抑制されず、x=0.2の

薄膜ではバルク単結晶の最大値を超える Tc=20.4 Kが観測された。一方で、X線回折(XRD)におけ

る CaFe2(As,P)2の(00l)ピークは P 置換量とともにブロードになっており、基板からの歪みの影響

が示唆されている。そこで今回、これらの薄膜についてさらに詳細に調べるために、透過電子顕

微鏡法(TEM)を用いた観察を行った。 

[実験方法] CaFe2(As1xPx)2薄膜は、MBE法を用いて基板温度 650~700oC 、成長レート 100 nm/h

の条件で LSAT(001)基板上に成長した。各原料は、Ca, Fe, As, GaPの固体原料を抵抗加熱により供

給した。組成分析には電子線マイクロアナライザ(EPMA)を用い、構造解析には XRD を用いた。

TEMおよび走査型透過電子顕微鏡法(STEM)観察には、JEM-2100Fを使用した。 

[結果] 図 1 に LSAT[100]方位から観測した、x=0 の

CaFe2(As1xPx)2薄膜の TEM像を示す。CaFe2As2相の構造

がはっきりと観測されている。また、STEMを用いたEDX

マッピングの結果、薄膜中の組成は均一であった。以上

のことは、CaFe2As2薄膜は高い結晶性かつ均一な組成を

もってエピタキシャルに成長していることを意味する。

当日は、様々な P置換量の CaFe2(As1xPx)2薄膜について

TEM および STEM による結果について報告し、エピタ

キシャル歪みの影響について議論する予定である。 
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ｚ図 1：CaFe2(As1xPx)2薄膜(x=0)の TEM像 
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